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前沿局党支部、半导体所党支部组织联合学习教育
暨“不忘初心，重温入党志愿书”主题党日活动
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       为深入贯彻落实院党组夏季党组扩大会精神，院直属机关委员会关于“不忘初心，重温入党志愿书”的

部署以及京区事业单位党委关于“双融双聚”主题实践活动的有关要求部署，8月24日下午，前沿局党支部、

半导体所党支部组织联合学习教育暨“不忘初心，重温入党志愿书”主题党日活动在半导体所学术会议中心

举行。

       前沿局党支部书记张永清副局长主持了交流会。他对此次活动的背景进行了简要介绍。

       冯仁国代表半导体所致欢迎词，他代表半导体所欢迎前沿科学与教育局、办公厅各位领导莅临半导体所

调研指导工作，感谢前沿科学与教育局一直以来对半导体所各项工作的大力支持。

       随后李树深副院长讲了一堂精彩的党课。他的党课主要以如何贯彻落实夏季党组扩大会精神，为实现中

国梦做出新贡献为主题。他指出，学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，最

终必须落实到实际行动上来。“中美贸易战”对我们最大的警示是，我们要思考在科技领域“卡脖子”的问

题究竟出自何处，如何解决。过去我们国家的科技工作主要以“填补空白”为主，今后应该向“从有到精”

“从有到强”迈进。要正确认识我们国家的科技现状，既看到进步和成绩，又看到短板和不足，以“十年

磨一剑”的精神，改变“跟跑”“并跑”的现状，向“领跑”发展。他还在充分肯定前沿科学与教育局、

半导体所取得成绩的基础上，对今后的发展提出了殷切的希望和要求。

       接着前沿科学与教育局副局长王颖、业务主管杨旭以及半导体所副所长谭平恒、党委委员宋国峰、超晶

格实验室主任王开友、半导体材料实验室主任王智杰围绕“不忘初心，重温入党志愿书”分别畅谈了入党的

心得体会。

       在座谈交流阶段，祝宁华副所长（法定代表人）感谢李院长和前沿科学与教育局对半导体所各项工作的

关注关心和大力支持。同时他对李院长的党课也深有感触，解决科技领域“卡脖子”的问题需要我们在基础

前沿研究、人才队伍建设等方面进一步凝练目标，精心部署，攻坚克难，顶住压力，凝聚动力，继续前行。

高鸿钧局长也谈了心得体会。一要加强调研，与一线科学家保持密切联系。通过党组织、业务工作开展，

了解科学家的实际需要和诉求，同时也虚心听取科学家的意见和建议，提高服务意识和管理水平；二要对

高端人才队伍提供稳定的支持，“卡脖子”的问题表现在产品上，其实背后反映出来的还是基础研究薄弱，

需要深厚的积累，耐得住寂寞，沉下心来潜心研究；三是我们现在正处在非常好的发展时机，落实党和国

家对中科院提出的要求，必须要将我们的本职工作做好，不忘初心，为党和国家、民族的发展做出新的贡献。
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半导体所等在转角双层MoS2的moiré声子
方面取得重要进展

       最近，半导体研究所谭平恒研究组与北京大学刘开辉研究员、哈尔滨工业大学胡平安教授以

及中国人民大学季威教授合作，以CVD生长和湿法转移的转角双层MoS2为模型，利用拉曼光谱

和密度泛函理论计算对转角双层TMD材料中的声子性质进行了系统的研究，并获得了重大进展。

他们根据实验成果，提出了moiré声子的概念。moiré声子是由于在转角双层MoS2中，moiré

图案所产生的周期势场可以调控单层MoS2子系统中的声子模式，使得由单层MoS2中非布里渊区

中心的声子可以折叠到转角双层MoS2布里渊区中心，并在拉曼光谱中可以观察到这些声子对应

的新拉曼模式，且其频率依赖于旋转角度。有意思的是，晶体学超晶格所对应的折叠声子并未在

拉曼光谱中观察到。在转角双层MoS2中，由于两单层MoS2层间相互作用比较弱，利用moiré声

子随旋转角度变化的频率可映射得到单层MoS2对应声子支的真实色散曲线。另外，他们还通过

密度泛函理论计算研究了moiré声子的晶格动力学行为，moiré图案图案形状的层间相互作用通

过局域原子所处的环境作用于moiré声子，使其原子振动在纳米尺度呈现一定的图案分布，这为

调控声子的动力学行为提供了可能。同时，他们还通过改变激发光能量，发现转角双层MoS2中

moiré声子相关拉曼模式在激发光能量靠近单层MoS2的C激子时共振增强，即该类拉曼模式的激

发来源于与C激子相关的共振拉曼效应。

       该项研究成果于近期在线发表在美国化学会学术刊物ACS Nano上(https://pubs.acs.org/doi/

10.1021/acsnano.8b05006)。林妙玲博士生和谭青海博士为该论文的共同第一作者，谭平恒研究

员为该论文的通信作者。这项成果可以推广到其它转角双层二维材料和由不同二维晶体材料堆垛

而成的二维异质结，对于理解二维异质结材料的拉曼光谱、moiré声子、晶格动力学、激子效应

以及层间耦合作用等具有重要意义。

        图1：转角双层MoS2的拉曼光谱以及由moiré声子频率映射得到的声子色散曲线

 (doi:10.1021/acsnano.8b05006).



半导体所与北大合作在二维晶体范德华外延
氮化物方面取得新进展

       二维晶体材料如石墨烯、氮化硼等由于其独特的结构、物理特性和光电性能而被广泛研究，近

年来二维材料独特的范德华外延也为氮化物外延生长开启了新的大门。范德华外延将晶体衬底与材

料间的并入式生长模式，转换为范德华低势垒诱导生长模式，因此允许外延层与衬底之间存在很大

的晶格失配，可以用来生长高质量氮化物薄膜。同时层间范德华作用能够通过滑移等途径实现柔性

剥离，将为设计构造新型半导体照明产品提供更广阔的空间。

       最近，中国科学院半导体研究所半导体照明研发中心与北京大学纳米化学研究中心刘忠范院士

课题组合作，在石墨烯上外延氮化物取得了系列进展，提出直接利用石墨烯作为生长缓冲层来实现

高亮LED的新策略。北大利用CVD方法，在蓝宝石上直接生长大面积石墨烯，避免了石墨烯转移过

程中的污染、破损问题。半导体所在石墨烯/蓝宝石上生长的GaN薄膜具有低应力（0.16 GPa）和

位错密度（~108×cm-2），得到的蓝光LED光输出功率较传统工艺提升19.1%。同时石墨烯缓冲

层省略了低温缓冲层生长工艺，节省MOCVD生长时间，有望进一步降低成本。相关研究成果发表

于Advanced Materials（Adv. Mater. 2018,30,1801608）。

       同时研究团队也详细研究了石墨烯上氮化物生长机理，发现石墨烯可以改变成核密度，大幅度

提高AlN成核岛的生长速度，从而降低融合边界的位错密度。DFT计算和实验结果也验证了石墨烯

可以显著改善外延层中的应力，为后续柔性LED器件实现奠定了基础。相关研究成果在线发表于

Journal of the American Chemical Society（JACS，doi/10.1021/jacs.8b03871）。

       北大博士生陈召龙和亓月分别作为两篇论文第一作者，半导体所博士生张翔和王蕴玉分别作为

共同第一作者，刘忠范院士、李晋闽研究员、魏同波研究员和高鹏研究员作为两篇论文共同通讯作

者。上述研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、北京市自然基金和青年千人项目的

支持。

图1（a）石墨烯插入层对AlN成核的影响；（b）石墨烯/蓝宝石及裸露蓝宝石区域AlN成核密度统计；（c，d）AlN/石墨烯/蓝宝石

及AlN/蓝宝石平面样的选区电子衍射；（e）AlN/石墨烯/蓝宝石及AlN/蓝宝石中AlN的E2 (high)峰的拉曼表征；（f）AlN/石墨烯/蓝

宝石中石墨烯的G峰及2D峰的拉曼表征；（g，h）AlN/石墨烯/蓝宝石及AlN/蓝宝石中AlN的E2 (high)峰的拉曼Mapping
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半导体所超晶格室赵建华课题组与
北大徐洪起课题组合作取得新进展

       半导体所超晶格室赵建华研究员课题组与北京大学信息科学技术学院物理电子学研究所、固

态量子器件北京市重点实验室徐洪起“千人计划”教授课题组合作，在基于半导体InAs纳米线多

量子点量子计算器件的研究中取得了一系列重要进展。最近，在赵建华课题组潘东副研究员生长

的高质量InAs纳米线基础上，他们采取先进微纳加工工艺技术，制作出具有高调控性能的耦合双

量子点量子器件，构建了稳定的双量子点器件二电子泡利自旋阻塞态，并通过对器件中二电子自

旋单态和自旋三态向其一个量子点中二电子自旋单态演化的物理过程进行精密电学测量，测定器

件中核自旋和自旋-轨道耦合对电子自旋弛豫的影响，确定了自旋-轨道耦合场的空间指向，揭示

了Rashba和Dresselhaus耦合机制对自旋-轨道耦合场的贡献。该研究对于构筑和调控半导体自旋

电子学器件、自旋-轨道量子比特器件和拓扑量子器件具有重要意义。

       半导体InAs材料具有电子迁移率较高、电子有效质量较小，朗德g因子较大和自旋-轨道耦合

强度较强的优势。联合课题组采用先进局域顶指栅阵列技术，在单根单晶纯相InAs纳米线上构造

出串联耦合双量子点结构，其中限制量子点的局域势垒、量子点中的电子数目、量子点之间的隧

穿耦合强度均可被高效调控。这项工作以精细栅调控技术建立起每个量子点各占据一个电子的二

电子泡利自旋阻塞态，并通过测量阻塞区微弱漏电流在不同方向外加磁场下的电子输运，确定器

件中的各向同性核自旋场大小与自旋-轨道耦合场的方向。相关研究成果于2018年7月发表于《纳

米快报》（Nano Letters, 2018, 18,4741; DOI：10.1021/acs.nanolett.8b01153）；北大信息学院

博士研究生王积银为第一作者，徐洪起教授、黄少云副教授与赵建华研究员为共同通讯作者。

       上述研究工作得到国家重点研发计划、国家重大科学研究计划、国家自然科学基金的支持。
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       河南紧紧围绕中部地区崛起，以发展优势产业为主导推进产业结构优化升级，以构建自主创新体系为主导推进

创新驱动发展，以强化基础能力建设为主导推进培育发展新优势，以人为核心推进新型城镇化，着力解决好教育、

就业、社会保障、医疗卫生等人民群众的切身利益问题，在拓展更大更广发展空间的同时，努力让人民过上更好

生活。

                                          ——《在河南考察时的讲话》（2014年5月9日~10日），《人民日报》2014年5月11日

     学习札记
       建设创新型河南，实现中部崛起的奋斗目标，必须紧紧抓住影响长远、带动全局的重大科技问题，集中优势，

合力攻关，务求在高新技术产业发展、促进科技成果转化、提高企业技术创新能力、建设创新人才队伍四个方面

实现突破，使全省自主创新能力显著增强，科技促进经济社会发展的能力显著增强，科技综合实力显著增强，取

得一批具有重大影响的科技成果，培育一批拥有自主知识产权的核心技术和知名品牌，开发一批具有高技术含量、

高附加值的科技产品，打造一批在国内乃至国际上具有较强竞争力的创新型企业。

       建设产业园区和产业孵化平台，首先要为其提供全方位的服务。人才引进后，要建立激励评价机制，在人才引

进时最好采用团队引进方式，单枪匹马难有大的作为。要充分利用好河南的产业集聚区、跨境电商、郑洛新自主

创新示范园区的红利效应。有了这些红利和政策的效应，形成一批充满活力、具有实力的高新技术产业群，为实

现中部崛起提供强有力的支撑。

                                                                                                                                                                 ——王占国

           王占国，中国科学院院士、中国科学院半导体研究所研究员。主要从事半导体深能级物理和光谱物理研究。

     融会贯通
       东北地区人口、资源、产业、人才、基础设施、区位等党的十九大报告提出要发挥优势推动中部地区崛起，

“十三五”时期，促进中部崛起站在新的历史起点上，面临新的历史任务。构建全国统一大市场、推动形成东中西

区域良性互动协调发展，优化国民经济结构、保持经济持续健康发展，决胜全面小康，都离不开中部崛起。而在深

化改革开放、推进经济结构战略性调整和改善民生方面，河南都在促进中部崛起中发挥重要支撑作用。

       目前河南仍处于工业化、城镇化快速推进时期，既肩负保障国家粮食安全、保护生态环境的重任，又要加快经

济社会发展，着力打造具有竞争力的生态型产业体系、大规模中高端制造业和物流基地。

       在河南未来的发展中，要坚持抓住农业不放松，才能让广大农民在深化和扩大改革开放中获得更多红利；要坚

持走就地就近城镇化的道路，才能合理应对农业劳动力转移压力；要坚持以创新为突破口的发展战略，借助郑洛新

国家自主创新示范区建设，努力把河南建设成为国家创新极；要坚持自贸区的建设与创新，把河南建设成为全国最

大的物流集散中心，并不断向外扩展和辐射；要坚持做大总量和调优结构并重、改造提升传统产业和积极培育战略

性新兴产业并举，推进信息技术与制造业深度融合，促进制造业向集群化、智能化、绿色化、服务化转型升级，推

动河南制造向河南创造、河南速度向河南质量、河南产品向河南品牌转变，提升新型工业化水平；要始终坚持把

“一带一路”建设作为重中之重优先发展，让河南真正成为“一带一路”建设的引擎。（本报记者韩天琪整理）

                                                                                                          《中国科学报》�(2018-08-15�第1版 要闻)

《中国科学报》：王占国院士解读习近平科技创新思想
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       9月3日上午，半导体所2018年度秋季开学典礼暨研究生入所教育在学术会议中心举行。法人

代表祝宁华副所长，副所长杨富华，党委副书记、纪委书记樊志军，副所长谭平恒，导师代表

张兴旺研究员出席典礼。典礼由研究生部祝素娜主任主持。

       首先，祝宁华副所长致辞，他对新入所的研究生表示热烈欢迎和祝贺，并介绍了半导体所成

立58年来所取得的辉煌成果，通过“中兴通讯”事件教育激励同学们要肩负起国家重任，希望同

学们在研究生学习阶段不要松懈，做好科研，同时要处理好与父母、导师、同学的关系，遵守科

研道德，实事求是。祝愿同学们健康成长，为了半导体所的明天、自己的梦想、努力刻苦学习，

早日成为半导体领域的栋梁之才！

       在入所教育环节，谭平恒副所长以“如何做一个合格的研究生”为题给同学们作了一场精彩的

报告，从“研究环境”到“研究方法”等诸多方面深入浅出地分析了成为合格研究生的因素：希

望同学们在学习期间能够广泛的、批判性的阅读；明确学习目的，规划好科研计划；发现研究规

律，学到一技之长；处理好和导师、同学的关系；调整心态，重新定位自己；善于发现和抓住重

要成果；要珍惜时间、努力学习；导师为你们指引正确的方法，而最终取得多大成功还是靠学生

自己。

       优秀指导教师张兴旺研究员作为导师代表发言，他给研究生们提出了几点要求：第一，要具

有科研主动性和自觉性；第二，养成良好的科研习惯，顺利度过适应期，要掌握仪器设备的基本

原理和操作技能；第三，和导师建立良性的互动关系；第四，快乐科研，健康生活。希望同学们

在半导体所放飞梦想，收获成功！

       新入所研究生代表叶雅倩同学在发言中表示，很荣幸能与同学们继续在半导体研究所学习深

造，聆听老师的教诲，感受科研的乐趣。我们将在学习上增强自主性和创新性，在为人处事方面

向师者学习，与同学发挥团队力量。我们将在半导体所学习期间珍惜学习机会，为人生扬帆！

       为了让同学们能够尽快了解研究所的科研布局、仪器设备、办事流程等情况，研究生部还邀

请了四个学科组的负责老师以及综合办公室、图书信息中心、医务室的工作人员对四个学科情况

及图书、网络、安全、医疗报销等事项进行了介绍。研究生部就研究生培养、报奖、学位等相关

内容作了介绍。

 

半导体所举行2018年开学典礼暨研究生入所教育
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       9月17日下午，半导体研究所工会“合格职工之家”�复查验收工作考评会议在三号楼320会

议室举行。考评组由北京分院副院长、京区事业单位党委副书记、院工会副主席、京区事业单位

工会主席、验收组组长李静，京区事业单位工会常务副主席徐治国，京区事业单位工会经审委副

主任韩丹凤，京区事业单位工会委员潘立颖，京区事业单位工会经审委委员李佳等同志组成。半

导体所党委副书记、纪委书记樊志军，所长助理、纪委副书记、工会经费审查委员会主任张韵，

工会委员和工会经费审查委员会委员等参加了会议。会议由李静主持。

       首先，李静介绍了本次考评组成员和“合格职工之家”复验工作的目的和意义。樊志军介绍

了本所参会人员并对考评组的到来表示热烈欢迎。

       随后，半导体所工会主席王军喜向考评组汇报了半导体所工会自2011年院工会授予“合格职

工之家”称号以来的工会工作情况。他主要从科学发展抓落实，围绕中心促发展；突出重点抓组

建，夯实基础广覆盖；规范管理抓实效，团结协作高效率；民主管理抓源头，和谐发展作贡献；

维护权益抓具体，以人为本暖人心等5个方面，全面、系统回顾总结了近年来所工会开展创建

“合格职工之家”活动所做的主要工作以及取得的成效。

       考评组通过听取工作情况汇报、现场提问、查阅档案等环节对半导体研究所工会�“合格职

工之家”的建设情况进行了认真细致的检查和考核，最终半导体研究所工会以93.1分的成绩通过

“合格职工之家”复验。

       李静在总结讲话中肯定了半导体所工会职工之家的建设工作。她指出，半导体所职工之家在

建设过程中好的做法值得学习和推广：一是职工之家建设围绕中心、服务大局，为研究所的“一

三五”规范的实施和卓越中心的建设发挥了桥梁和纽带作用；二是组织建设方面，半导体所的工

会委员大部分来自科研一线，这充分调动了科研人员的积极性，提高了大家的主人翁意识；三是

民主监督管理方面，半导体所建立了《中国科学院半导体研究所职工代表大会提案工作实施细则》

的制度，使民主提案工作的开展更具有系统性和组织性。同时李静对半导体所工会经费制度完善、

职代会规范管理也提出了建设性意见。

       樊志军代表半导体所党政领导班子和工会对考评提出的反馈意见和问题予以肯定和重视，表

示要认真落实建家工作要求，不断改进工作，使工会工作更好地为科研服务。

半导体所工会顺利通过 “合格职工之家”复查验收
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        8月17日，浙江省嘉兴市副市长洪湖鹏一行9人访问半导体所，

与半导体所党委副书记、纪委书记樊志军等进行了座谈交流。座谈会

由超晶格国家重点实验室副主任骆军委主持。樊志军代表半导体所对

洪湖鹏一行的到来表示热烈欢迎。洪湖鹏介绍了嘉兴市的发展情况，

他希望此次到访能够推进半导体所与嘉兴市的合作，推动嘉兴市光电

子产业的发展。成果与信息化中心曹永胜介绍了研究所的概况及合作

模式。双方就合作内容、合作模式等进行了讨论和交流。洪湖鹏一行

还参观了半导体集成技术中心及相关实验室。此次座谈增进了双方的

互信了解，为双方后续合作奠定了良好的基础。

浙江省嘉兴市洪湖鹏副市长一行访问半导体所

       为提高半导体所老师及学生专利撰写水平，促进研究所科技创新

与知识产权保护，9月13日上午，半导体所在学术会议中心举办专利

撰写培训讲座。本次培训特邀请资深专利代理人任岩就“专利撰写技

巧”和“答复专利审查意见”作专题报告。半导体所80余名师生参加

了讲座。首先，专利代理人任岩就“专利基础知识”、“专利文件撰

写”和“专利审查意见答复”作了详细而精彩的介绍，并对一些典型

案例进行深入分析。随后，参会师生围绕专利申请过程中遇到的实际

问题与任岩老师进行交流和互动。此次培训使广大师生对“专利申请

资料撰写”、“答复专利审查意见”等方面有了更深入的了解，有利

于进一步提升我所专利申请效率与质量，对知识产权的创造、管理与

保护起到积极有效的推动作用。

半导体所举办专利撰写培训讲座

       7月20日，中国计量科学研究院代表团一行8人访问半导体所，

与半导体所所长助理张韵研究员、科研处处长鉴海防、照明中心主任

王军喜、集成中心主任王晓东等就半导体及集成电路研究在计量方面

的需求进行了座谈交流，并参观了相关实验室。张韵研究员代表半导

体所对中国计量科学研究院一行的到来表示了热烈欢迎，并简要介绍

了研究所的概况及合作愿景。中国计量科学研究院长度所副所长高思田

研究员在讲话中谈到，中国计量科学研究院高度重视与中科院的合作，

此次到访就是希望能够与半导体所在半导体集成电路计量方面展开合

作，推动国家电子信息产业的发展。中国计量科学研究院新材料所纳

中国计量科学研究院代表团一行来访半导体所

米计量实验室主任施玉书副研究员介绍了计量院对国家企事业单位计量标准的贡献及当前的纳米计量研究进展。

半导体所集成中心主任王晓东和照明中心研究员赵丽霞也分别介绍了集成中心和照明中心在各种纳米结构半导体

器件方面的研究现状。双方就合作内容及模式等进行了具体讨论和交流。此次座谈增进了双方的互信了解，为双

方后续合作垫定了良好的基础。集成中心宁瑾研究员，毛旭副研究员，照明中心于治国博士，科研管理与质量控

 制处主管赵坚强等也出席了本次座谈会。
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        北京分院分党组书记、副院长，京区事业单位党委书记马扬以《把握新时代党的建设总要求做好党支

部工作》为题，作开班培训报告。马扬在报告中全面介绍了新时代党的建设总要求的基本内涵和核心要义，

分析了我院党建工作的基本情况，并就如何提高我院党建质量作了深入阐述，对增强党支部书记的履职能

力提出了要求和希望。他指出，党支部书记是我院党建工作的先锋和中流砥柱，直接决定党建工作能否为

科技创新事业提供坚强的保证，希望广大支部书记加强学习，肩负重任，团结和带领广大党员艰苦奋斗、

开拓进取，在实现中华民族伟大复兴中国梦的奋斗过程中，在建设世界科技强国的征程中，以创新科技、

服务国家、造福人民为己任，百尺竿头、更进一步。北京分院党建工作处处长蔡晨曦介绍了党建工作处的

工作职能及重点工作安排。

       培训邀请了荣获北京分院“品牌支部工作法”的、优秀支部书记代表微电子所硅器件与集成研发中心

党支部书记张国欢以及空天信息研究院六室党总支职工支部书记齐向阳交流支部工作经验。培训开设了支

部工作实务课程，北京分院党建工作处处长蔡晨曦、副处长贾宝余分别作了党员发展工作实务和基层党支

部工作实务两个辅导报告。邀请心理所健康与遗传心理学研究室王利刚博士讲授了关于提升团队管理和沟

通能力的胜任力方面的课程，通过轻松愉快的互动式教学，学员们掌握了谈心谈话、增强活动吸引力等方

面支部工作技巧。

       参训学员一致认为，本次培训课程内容丰富、设计新颖，既有政治理论指导和工作实务讲解，又有经

验技巧传授和研讨交流。大家将以这次培训为新起点，加强学习，勤奋工作，勇于担当，为实现“三个面

向”“四个率先”目标任务作出更大的贡献。

半导体所举办北京分院协作四片科研一线党支部书记培训班
      为提升科研一线党务干部的政治理论水平和党建实务

能力，9月17日至18日，北京分院协作四片科研一线党支

部书记培训班在半导体所成功举办。来自北京分院协作四

片各单位科研一线党支部的支部书记和支委共计40余人

参加了培训。半导体所党委副书记、纪委书记樊志军主

持了开班仪式。

       半导体所党委书记、副所长冯仁国首先作开班动员。

他向学员们介绍了半导体所的历史发展、科研进展以及

党建工作等方面的基本情况，并预祝培训班圆满成功。
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主编：高艳   葛婷       电话：82304947     邮箱：gaoyan@semi.ac.cn

半导体所党支部活动掠影

硕士党支部 纳米光电党支部

集成全固态党支部 照明党支部

高速电路与神经网络党支部
机关第一党支部

机关第二党支部 材料党支部

光电党支部 照明党支部


